PriemaiSy identifikavimas HfO, dangoje naudojant jungtinj PIXE-RBS metody

Detection of impurities in HfO, coating with combination of PIXE-RBS
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Reaktyviuoju magnetroninio dulkinimo abu O,
atmosferoje Ar dujomis formuojamos dangos kokybei
jtakos turi ne tik dulkinimui naudojamo taikinio
Svarumas. Zinoma, kad dangoje lieka Ar priemai® to
ant dulkinimo kameros pavirgigali nugsti medziagos,
kuri tolesniy sesijj metu gali tuéti jtakos dangos
kokybei.

Paprastai optis dangos kokyb vertinama
naudojant efektyviosios te¥p aproksimacijos modelius
[1], Kkuriais sunkujvertinti priemai§ dangoje jtaks.
Aisku, kad pagaminama reikiamparamety (lazio
rodiklio ar kt.) danga, tdau priemaiSos gali nulemti pvz.
dangos atsparumazerinei spinduliuotei.

Taikant jory analizs metodus galimgvertinti dang,
sluoksniy stechiometri ir priemai§; koncentraci
sluoksniuose ir taip papildyti optinius anakzmetodus
[2, 3]. ISsiaiSkinus priemaiS nusdimo dangoje
mechanizmus gaildb galima pakeisti formavimo
parametrus taip, kad suformuotos reikiamos siinolst
dangos priemaigkoncentracija oty minimali.

Jungtits PIXE ir RBS analiss eksperimentui
naudot; proton; siekis dangoje ~2mm, jonizuojanti
dalek sustoja bandinio paHle. Eksperimento meti
bandinius implantuota ~3x1® proton;. Duomenys
apdoroti DataFurnace joranalizs kodu.
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1 pav. UZregistruota bandinio sp25 rentgeno iSeiga,
kai danga apSvitinama 1530 keV energijos proton
pluosteliu. Juodi taSkai — eksperimentiniai duongny
raudona linija — aproksimacija.

Vertinant reaktyviuoju magnetroninio dulkinimo
badu O, atmosferoje Ar dujomis suformuotas HfO
dangas pasikliauti vien  efektyviosios  té&sp
aproksimacijos modeliais negalima: optiniais mei®da
nustatyy sandag gali atitikti kitokia sluoksnj
stechiometrija.
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2 pav. UZregistruotas atgal 1R&8mpu iSsklaidyf
proton; energinis spektras, kai bandinys ap3vitinamas
1530 keV energijos protarpluosteliu.

1 lentek. Jungtires jon; analizs rezultatai

sp25 sp30

Sluoksnis 1 2 1 y.

t (1e®at/cnf) | 2352| 206386.3 2350 1834545
t (nm) 302.2| 25901.3 3029 23023.4
r(1e®at/cnt) 7.8 8.0 7.8 8.0
Zr 1.1 0.0 1.1] 0.0
0 65.6 66.7  65.4 66.7
Ar 1.6 0.0 1.9 0.0
Hf 31.7 0.0 31.6 0.(
Si 0.0 33.3 0.9 33.3

2 lentek. Nustatytos bandinio sétles PIXE ir RBS
iSeigy palyginimas
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